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Abstrakt 

Vyšetrili sme rovnovážne a nerovnovážne podmienky formovania čiar Si IV, O IV a S IV 

patriace prechodovej oblasti. Tieto čiary sú pozorované v druhom UV kanáli družice Interface 

Region Imaging Spectrograph (IRIS) vypustenej v roku 2013. Čiary Si IV sú formované v 

nižšom rozsahu teplôt oproti čiaram O IV nezávisle na počte vysokoenergetických elektrónov 

charakterizovaných kappa-distribúciou. V ne-Maxwellovských podmienkach charakterizo-

vaných hodnotami kappa v rozmedí 5 až 10 sú čiary Si IV na rozdiel od čiar O IV formované 

veľmi nízko nad chromosférou. Takáto situácia môže byť v princípe rozlíšiteľná pomocou 

družice IRIS. Zistili sme tiež, že fotoexcitácia fotosférickým spektrom má významný vplyv na 

formovanie čiar Si IV. Diagnostiku hustoty je možné vykonať pomocou niektorých kombinácií 

čiar O IV nezávisle na type distribúcie. 

 

 


